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1. Echiparea modulelor electronice

Panou PCB

PLANTARE
COMPONENTE

LIPIRE

DEBITARE

PCBA
(PCB Assembly)




2. Plantarea manuala

 Necesara pentru plantarea componentelor “exotice”. care,
datorita formei sau gabaritului nu pot fi manipulate de
echipamentele automate de plantare




3. Plantarea automata
(pick & place)
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vedere artificiala
* Pot verifica pozitia, orientarea, marcaje

* Preiau componentele de pe role, tuburi sau cofraje



> TIP TURETA

« Multiple capete de plantare, pozitionate
echidistant pe o tureta rotativa

“. * Un transportor pozitioneaza componentele
§ intr-un punct fix de preluare

%\ ° Operatiile preluare -> orientare -
¥ verificare - plasare se repeta ciclic

* Rapide, precizie relativ scazuta

* Nu se folosesc pentru componente fine pitch

» CU POD RULANT

* Un singur cap de plantare

« Componentele pot fi preluate din
 puncte diferite, apoi sunt orientate si
plasate pe placa

) * Viteza redusa, precizie ridicata

“ « Pot opera cu orice tip de componente
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- PulverizW

flux PR, Val aliaj
- Preincalzire ata )
Conveior de lipire

* Fluxul are rolul de a curata padurile de
lipire de oxizi si impuritati, precum si de a
preveni oxidarea pe durata lipirii

« Se depune pe partea inferioara a placii,
prin pulverizare controlata de senzori de
pozitie

Ce necesita curatare: pentru testarea la pin sau din
motive estetice

FLUX
Ce nu necesita curatare (no-clean): cantitate redusa de

reziduuri rezultata in urma procesului de lipire




2. Preincalzire « Activarea fluxului
* Evitarea socului termic
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 PRIMUL VAL

- turbulent, cu viteza verticala mare

- asigura un bun contact al aliajului cu padurile si terminalele

- aliajul de lipire formeaza o pelicula stationara de oxizi si impuritati
(zgura) pe care placa trebuie sa o strapunga prin unghiul de contact

* AL DOILEA VAL.:
- viteza verticala redusa
- viteza orizontala nula |la iesirea din val
- preia excesul de aliaj pentru evitarea scurtcircuitelor
- defineste forma conica a lipiturilor




LIPIREA IN VAL A COMPONENTELOR SMD
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Depunere adeziv (dispensare)
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Plantare componente SMD
Stabilizare termica adeziv (curing)

Plantare componente THD
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Lipire in val

PROIECTAREA CIRCUITULUI IMPRIMAT PENTRU LIPIREA IN
VAL A COMPONENTELOR SMD TREBUIE SA '!'INA CONT DE
DIRECTIA DE PARCURGERE A VALULUI !l




5. Lipirea in val selectiv

;-’:‘ Lipirea in val selectiv poate fi aplicata dupa lipirea reflow a
“ componentelor SMD, fara a fi necesara utilizarea de adezivi

\ -

» Valul este aplicat doar 1n
anumite zone, utilizand duze
avand pozitii specifice placii

> Placile sunt fixate 1n
monturi speciale care
protejeaza zonele in care nu se
doreste contactul cu valul




6. Lipirea prin recristalizare (reflow)

! 1. APLICAREA PASTEI
| Pasta de lipire = aliaj de lipire sub forma de pulbere + flux

—..pﬂ.]._ PWE

P2. PLANTAREA COMPONENTELOR

g7 Pasta sustine mecanic componentele pana la finalizarea
g lipiturii
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3. TRATAREA TERMICA
Fluxul se evapora, aliajul de lipire se topeste iar in urma racirii
se solidifica si formeaza lipitura
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APLICAREA PASTEI DE LIPIRE
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1. PRIN SITA SERIGRAFICA (screen printing)

p
' < l-) > Intindere uniforma
& = B, pastei de lipire pe
N A sita serigrafica
) — > Aplicarea pastei pe
_l .. Il padurile de contact ale

circuitului imprimat

» Cantitatea de pasta depusa este controlata prin spatierea
sita— placa (0,5... 3mm)

> Rezolutia sitei serigrafice este redusa (~0,3 mm), astfel
incat nu se poate utiliza pentru componente fine pitch

> Sita serigrafica este sensibila |la variatii termice si se
deterioreaza datorita utilizarii repetate

» Proces tehnologic flexibil, ieftin




— > racletd
pastd de lipit

|——] —» mascd

s+ pyyp

» Cantitatea de pasta depusa este controlata prin grosimea
mastii metalice (< 1/3 distanta minima intre terminale

» Mastile de depunere a pastei (paste mask) pot fi obtinute
prin:  -corodare

- electroformare
- decupare laser

» Este necesar controlul mai multor parametri:
- cantitatea de pasta utilizata
- viteza de deplasare a racletei
- presiunea exercitata asupra mastii
- viteza de separare a mastii
» Tehnologie mai scumpa insa mai fiabila

» Poate opera cu componente fine pitch




TRANSFERUL TERMIC

Zone incalzire Zone rdacire
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e » PRIN RADIATIE (IR)
w - randament termic bun
- constructie si control simple
- neuniformitate termica datorita
efectului de umbrire si a

sensibilitatii cromatice

> PRIN CONVEC'!'IE
- caldura e transferata de un fluid

1 in migcare
PHEHETETEETE - randament termic mai redus

SO - constructie si control complexe
- distributie termica uniforma !

CUPTOARELE DE LIPIRE UTILIZEAZA AMBELE TIPURI DE TRANSFER




PROFILUL TERMIC

—#— Preincilzire —# #—— Umectare —» #= Topire —» #—— Ricile ———p

I 1. PREINCALZIRE (preheat)

5 [ Toiv atc e i //{\_ - Cresterea treptata a
5 L Tacivare | N, temperaturii pana la activarea
- fluxului

- Evaporarea  solventului  din

compozitia fluxului

-Incalzirea treptatd a placii si
T [l componentelor

2. UMECTARE (soak)

- Mentinerea temperaturii aproximativ constante, peste pragul de activare a
fluxului

- Uniformizarea distributiei termice, actiunea fluxului

3. TOPIRE (reflow)

- Varf de temperatura peste pragul de topire a aliajului de lipire
- Topirea si intinderea aliajului de lipire

4. RACIRE (cooling)

. - Scaderea treptata a temperaturii, cu panta controlata
- Solidificarea aliajului (panta de racire afecteaza direct microstructura aliajului)




FIECARE PRODUS NECESITA UN PROFIL TERMIC DIFERIT !!!

Prameterii care influenteaza profilul termic: o fproces

- Temperatura de activare a fluxului 0 1300

- Temperatura de topire a aliajului 47°C .

- Temperatura maxima admisa 183

- Densitatea de amplasare a componentelor

- Caracteristicile termice ale placii

- Caracteristicile cuptorului de lipire SnPb SnAgCu

Principalii parametri de proces:

- Panta de preincalzire

- Timpul de umectare

- Temperatura de varf a procesului (peak temperature)
- Durata starii lichide (dwell time)

DEZVOLTAREA PROFILULUI TERMIC

Vs

ANALIZA
:> PROFIL TERMIC — da
|:>[ EXPERIMENT ] > [ :> SATISFACATOR
] _

:> ANALIZA
LIPITURILOR

.

[ AJUSTARE PROFIL TERMIC ]—

- Pentru achizitia profilului termic se utilizeaza un datalogger si placi de test
cu termocuple montate pe diferite pozitii

- Pentru monizorizarea profilului termic se utilizeaza senzorii interni ai
cuptorului de lipire




7. Lipirea in mediu inert

Echipament de

control atumsfeﬁc-\

| Echipament de lipire
Vaporizator prin recrigtalizare \ I
Azot *"’ » f-
lichid f.
Valva control flux ;_
— I""-u7 Azot gazos /

» Mediul inert (azot) impiedica oxidarea

> imbunététirea umectarii permite scaderea temperaturii de varf a
procesului si a duratei starii lichide, facilitand lipirea fara plumb

» Mai dificil de obtinut o distributie termica uniforma in interiorul
cuptorului

» Tensiuni superficiale mai mari (avantaj: auto-aliniere a
componentelor; dezavantaj: risc de scurtcircuit si de ridicare a
componentelor)

» Implica costuri suplimentare




